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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成27年4月16日(2015.4.16)

【公開番号】特開2012-233876(P2012-233876A)
【公開日】平成24年11月29日(2012.11.29)
【年通号数】公開・登録公報2012-050
【出願番号】特願2012-40395(P2012-40395)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  27/414    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/416    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   27/30     ３０１Ｕ
   Ｇ０１Ｎ   27/46     ３５３Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成27年2月27日(2015.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース基板（４０）と、前記ベース基板の上に形成されたキャップ（４２）とを包含す
る基板と、
　ｐＨに応答するイオン感度が高い部分（１２）を備えたイオン感受性電界効果トランジ
スタ（ISFET）ダイ（１０）であって、前記ISFETダイが前記基板の上に配置されることを
特徴とするISFETダイと、
　前記ISFETダイの外側表面（８８）の少なくとも一部、および、前記基板の少なくとも
一部の上に形成された保護層（１４）と、
　前記ISFETダイと前記キャップとの間の側壁領域（７０）に少なくとも部分的に形成さ
れたフリット材料（４４）であって、前記保護層が、前記側壁領域の前記フリット材料の
少なくとも一部の上、および、前記キャップの少なくとも一部の上に形成されることを特
徴とするフリット材料と、
　前記保護層に機械的に結合されたカバー部材（９０）であって、前記カバー部材が前記
ISFETダイ及び前記基板を収容し、前記カバー部材がイオン感度が高い部分の近位に開口
部（９２）を画定することを特徴とするカバー部材と
を有することを特徴とするｐＨセンサ。
【請求項２】
　ベース基板（４０）と、前記ベース基板の上に形成されたキャップ（４２）とを包含す
る基板と、
　フリット材料（４４）を介して前記ベース基板の上に取り付けられた電界効果トランジ
スタ（ＦＥＴ）ダイであって、前記フリット材料がＦＥＴダイとキャップとの間の側壁領
域（７０）に少なくとも部分的に形成されたことを特徴とする電界効果トランジスタ（Ｆ
ＥＴ）ダイと、
　前記ＦＥＴダイの外側表面（８８）の少なくとも第１の部分、前記側壁領域のフリット
材料の少なくとも一部、および、前記キャップの少なくとも部分的に上に形成された保護
層（１４）であって、前記保護層が、前記ＦＥＴダイの外側表面の少なくとも第２の部分
の上に形成されないことを特徴とする、保護層（１４）と、
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　ワイヤの第１の端（５２）で前記ＦＥＴダイにボンディングされた少なくとも１つのワ
イヤ（５０）と、
を有し、
　前記ワイヤの少なくとも一部が、前記フリット材料に埋め込まれることを特徴とするセ
ンサデバイス。
【請求項３】
　センサデバイス（４）を製造する方法であって、
　ワイヤ（５０）の第１の端（５２）を電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）センシングダイ
（１０）の第１の側にボンディングするステップと、
　フリット材料（４４）にワイヤの少なくとも一部を埋め込むステップと、
　基板（４０）をフリット材料を介してＦＥＴセンシングダイの第１の側（８６）に取り
付けるステップと、
　基板とキャップとの間にフリット層を少なくとも適用することによって基板の上にキャ
ップ（４２）を取り付けるステップであって、前記フリット材料が、ＦＥＴセンシングダ
イとキャップとの間の側壁領域（７０）の少なくとも一部に形成される事を特徴とする、
キャップ（４２）を取り付けるステップと、
　キャップの少なくとも一部の上に、側壁領域のフリット材料の少なくとも一部の上に、
および、ＦＥＴセンシングダイの外側表面（８８）の少なくとも第１の領域の上に、保護
層（１４）を形成するステップと、
を有することを特徴とする方法。
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